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高质量AlN极性调控与深紫外LED器件

摘要 (Abstract) ：
基于宽禁带氮化物半导体材料的深紫外发光二极管(LED)具有小巧便携、

易于集成、无汞环保、切换迅速等一系列优异的特性，在杀菌消毒、医

疗卫生、工业生产和非视距通信等领域有重要应用需求，被视为替代汞

灯等传统紫外光源的理想选择。深紫外光源能快速有效灭活“新冠”等

病毒，可以在防御抗击各种流行性细菌病毒和公共卫生安全中发挥重要

的作用，社会效应和产业价值巨大，因而成为氮化物半导体研究的热点。

近年来，深紫外LED的技术不断取得突破，器件性能已经达到可以产业

应用的水平。LED性能的提升，涉及到从材料质量、p型AlGaN掺杂、量

子结构设计到光提取的系列问题。本报告介绍基于不同衬底的高质量

AlN材料极性研究、AlGaN材料外延及深紫外LED光提取研究，探讨深紫

外LED目前产业化应用和未来发展方向。


